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             เพชรท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ นั้นจัดไดวาเปนส่ิงท่ีมีคาและราคาสูง นิยมนํามาทํา
เคร่ืองประดับ แตท่ีจริงแลวเพชรมีคุณสมบัติท่ีดีนอกจากจะนํามาทําเคร่ืองประดับอยูหลาย
ประการท่ีเหนือกวาสารกึ่งตัวนําชนิดอ่ืน ท่ีผานมีจึงมีความพยายามในการสังเคราะหเพชรข้ึนมา
กระท่ังในปจจุบันสามารถสังเคราะหเพชรได โดยฟลมเพชรที่ไดมีคุณสมบัติเปนสารกึ่งตัวนํา จึง
ไดมีการนําสารกึ่งตัวนําเพชรไปใชงานดานตางๆ รวมท้ังงานดานอิเล็กทรอนิกสกันอยาง
กวางขวาง 
           ในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษา โฟโตไดโอดแบบรอยตอพี-เอ็นของฟลมเพชร 
โครงสราง n-diamond/p-diamond โดยในวิทยานิพนธยังไดแสดงผลการวัดและทดสอบคุณสมบัติ
พื้นฐานของไดโอด และ ผลการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
               ฟลมเพชรถูกสังเคราะหดวย วิธี ซีวีดีแบบขดลวดความรอน(HFCVD) ในความดัน
บรรยากาศ อุณหภูมิของขดลวดและอุณหภูมิฐานรอง ประมาณ 2000  C และ 900  C ตามลําดับ 
โดยใชเอทิลแอลกอฮอลเปนแหลงกําเนิดอะตอมคารบอน สําหรับการสังเคราะหฟลมเพชรชนิดพี 
และเอ็น ใช B2O3 และ P2O5 เปนสารเจือ ตามลําดับ โดยจากการศึกษาพบวามีอัตราการเกิดของ
ฟลมเพชรประมาณ  6 μm /hr. โดยฟลมเพชรท่ีไดเปนแบบโพลีคริสตอลไลน  สามารถตอบสนอง
ตอแสงไดดี 
                เม่ือทําการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟา ของฟลมเพชรชนิดพีและเอ็น( B:C 10, 100, 1000 
ppm  และ P:C 500, 5000, 10000 ppm ) พบวามีคาความตานทานระหวาง 40-1000 โอหมและ 
2080-8870 โอหม ตามลําดับ โดยเพชรที่สังเคราะหไดมีคุณภาพดี สามารถนําไปประยุกตใชเปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสได  
               สวนการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของ โฟโตไดโอดโครงสราง  n-diamond/p-diamond 
กําหนดใหความหนาแนนอะตอมสารเจือชนิดพี B:C 1000 ppm คงท่ี หนา 3 μm ฟลมเพชรชนิด
เอ็น P:C 500 ppm หนา 3 μm จากโครงสรางดังกลาวพบวา มีคาศักยภายใน ประมาณ 3 โวลต 
กระแสมืดประมาณ 10 μA ท่ีอุณหภูมิหอง คาความจุไฟฟา 0.83 pF/mm2 แรงดันพังทลายมีคา 50 
Volts  โฟโตไดโอดใหกระแสแสงประมาณ 4.2 mA ท่ี -9 V ความเขมแสง 10000 Lux 
               ในการทดลองเพื่อศึกษาผลของความหนาแนนอะตอมสารเจือท่ีมีตอ โฟโตไดโอดโดย
ทําการศึกษาท่ี P:C 500-10,000 ppm พบวา เม่ือ  ความหนาแนนอะตอมสารเจือมีคาสูงข้ึนจะทําให
คากระแสมืดมีคาสูงข้ึนตามไปดวย มีคาอยูระหวาง 10-36.79 μA  และเม่ือทําการฉายแสง อัลตรา
ไวโอเล็ต พบวาเม่ือความเขมแสงมีคาเพิ่มมากข้ึน คากระแสไฟฟาแสงจะมีคามากข้ึนตามไปดวย  
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               เนื่องมาจากมีพลังงาน โฟตอนไปกระตุนใหเกิดอิเล็กตรอน-โฮล บริเวณรอยตอเพิ่มมาก
ข้ึน ทําใหมีคากระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น 
                ตอมาเปนการศึกษาผลของความหนาของฟลมเพชรชนิดเอ็นซ่ึงไดรับแสงท่ีความหนา 
3-5 μm  พบวาเม่ือฟลมเพชรมีความหนาเพิ่มมากข้ึน กระแสไฟฟาจะมีคาลดลง เนื่องมาจากแสง
สามารถตกกระทบบริเวณรอยตอไดนอยลงนั่นเอง  
               โดยสุดทายเปนการทดลองเปล่ียนแปลงอุณหภูมิขณะใชงานของ โฟโตไดโอดโดยทํา
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในชวง 25  C ถึง 90  C พบวาเม่ืออุณหภูมิมีคาสูงข้ึน คากระแสมืดจะมี
คามากข้ึนในอัตรา 0. 3 เทาในการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิทุก 10 C เนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของ
อุณหภูมิสงผลใหเกิดคูพาหะอิเล็กตรอน-โฮล ข้ึนบริเวณปลอดพาหะ ซ่ึงมีสนามไฟฟาอยู ทําใหคู
พาหะอิเล็กตรอน-โฮล เกิดการดริฟท สงผลใหเกิดกระแสซ่ึงมีทิศทางเดียวกับกระแสอิ่มตัว
ยอนกลับ ทําใหคากระแสมืดมีคาเพิ่มมากข้ึน โดยเม่ือเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมของกระแสมืด ท่ี
อุณหภูมิสูง(75-90  C) กับอุณหภูมิต่ํา(25-75  C) พบวาคากระแสมืดท่ีอุณหภูมิสูงมีคาเพิ่มข้ึนใน
อัตรา 0.73 เทาและคากระแสมืดท่ีอุณหภูมิต่ํามีคาเพิ่มข้ึนในอัตราเพียง 0.2 เทา นอกจากน้ัน
ในขณะท่ี โฟโตไดโอดจากฟลมเพชรไดรับแสงพบวา เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนจะสงผลใหกระแสไฟฟา
มีคาลดลง 
               ดังนั้นในการนําโฟโตไดโอดไปใชงานจึงมีความจําเปนตองมีการควบคุมแรงดันไบอัส 
และ อุณหภูมิใหเหมาะสมกับการใชงานโฟโตไดโอด เพ่ือใหโฟโตโอดสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
              ในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษา โฟโตไดโอดแบบรอยตอพี-เอ็นของฟลมเพชร โดย
เคร่ือง HFCVD ซ่ึงสามารถสรางไดพื้นท่ีขนาดเล็ก และ คุณภาพของฟลมเพชรดี สําหรับแนวทาง
ในการพัฒนาโฟโตไดโอดโครงสราง n-diamond/p-diamond นี้ตอไปได รวมถึงการพัฒนาตัว
ตรวจวัดแสงท่ีสรางจากฟลมเพชร หรือ แมกระท่ังการประยุกตใชงานฟลมเพชรในงาน
อิเล็กทรอนิกสท่ัวๆ ไป  หากสามารถสังเคราะหฟลมเพชรใหมีพื้นท่ีขนาดใหญ และ คุณภาพท่ีดี
ยิ่งข้ึนไปอีกก็จะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพของโฟโตไดโอดโครงสราง  n-diamond/p-diamond  
อีกท้ังจากการทดลองน้ียังเปนตัวอยางในการประยุกตใชงานฟลมเพชรไปเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและยังสามารถพัฒนาตอไปไดอีกดวย 
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